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Die f olgenden Angaben sand den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag genn. § 44 PatG ist gestellt 

@ Vorrichtung zur Erfassung ionisierender Strahlung 

@ Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erfassung 
von ionisierender Strahlung, wobei auf einem Substrat 1 
eine Leuchtstoffschicht 2 aufgebracht ist. Urn einen ver- 
besserten Schutz der Vorrichtung zu gewahrleisten, ist er- 
findungsgemafS vorgesehen, dass auf der Leuchtstoff- 
schicht 2 eine von einer Deckschicht 4 uberlagerte pla- 
stisch verformbare Dampfungsschicht 3 aufgebracht ist. 





BUNDESDRUCKEREI 02.02 102 1 60/428/1 



14 



I 




DE 100 48 810 A 1 

Beschrcibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eioe Vorrichtung zur Erfassung ionisierender Strahlung nach dem Obeibegrilf dcs An- 
spruchs 1. 

5 [0002] Eine solche Vorrichtung ist z. B. aus der DE 42 22 946 (.^2 bekannL 

[0003] Neben den bekannten Bildplatten werden im Bereich der Radiologic auch Speicherleuchtstofiffolien verwendct. 
Solchc Spcichcrlcuchtsiofffolicn sind wahrcnd der Bcstrahlung in cincr lichtdichtcn Rontgcnkassctlc aiifgcnommcn. Bci 
der Bestrahlung ubt der Patient mitunter emen mechanischen Druck auf die Ronigenkassette und die darin aufgenom- 
mene Speicherleuchtslofffolie aus. Femer wird die Speicherleuchtstofiffolie auch beim Be- und Enlladcn uber ein in der 
10 Rontgcnkassctlc bcfindlichcs Walzcnsystcm gcftihrt. Auch dabci komrat cs mitunter zu cincm uncnviinscbt hohcn Druck 
auf die niii einer Ii^euchtstoITschicht vereehene Oberseite der SpeicherleuchLstoCTfolie. SchlieBlich kann auch beim Rei- 
nigen der Oberseite ein zu hoher Druck auf die Leuchtstoffschichl ausgeiibt werden. 

[0004] Die Lcuchtstoffschicht bcstcht bci hochaufloscndcn SpcichcrlcuchtsioSfolicn aus nadcligcn Alkalihalogcnid- 
kristallen. deren Wachstumsachse im wesenllicben senkrecht zur Oberflache eines Substrata ausgerichtet ist Die Aus- 
15 iibung schon eines geringen Drucks kann zur Zerstomng der Nadelstruktur fiihren. Bereiche mil einer zerstorten Nadel- 
srruktur zeigen eine verminderte Speichereigenschaft und eine unerwiinschte Phosphoreszenz. 

[0005J ' Aufgabe der Ertindung ist es, die Nachteile nach dem Stand der Technik zu beseitigen. Es soU insbesondere eine 
Vorrichtung zur Hrfassung von ionisierender Strahlung angegeben werden die robust, einfach und koslengunstig berstell- 
bar ist, 

20 [0006] Diese Aufgabe wird durch die MerkniaJe des Anspruchs 1 gelost. ZweckniaBige Ausgestaltungen eigeben sich 
aus den Merkmalen der Anspriiche 2 bis 15. 

[0007] Nach Mafigabe der Erfindung ist vorgesehen, dass auf der T .euchLstofTschicht eine von einer Schutzschicht iiher- 
lagerte pJastisch verformbare Dampfungsschicht aufgebracht ist. - Die voigeschlagene Vorrichtung ist besonders robust. 
Eine auf die leuchtstoffseitige Oberseite der Vorrichtung aufgebrachte Last fuhrt zunachsi zur Verformung der Damp- 

25 fungsschicht- Rine irreversible Schadigung der lcuchtstoffschicht wird vermieden. 

[0008] Nach einera Ausgestallungsmerkma! ist vorgesehen, dass das Substrat aus Glas oder Aluminium hergestellt ist. 
Die Leuchtstoffschichl kann aus einem dotierten Alkali halogen id gebildet sein, wobei das dotierte Alkalihalogenid vor- 
zugsweise (^sBr:Eu ist. Die Leuchtstoffschichl ist zweckmaBigerweise in Form von nadelformigen ICristallen ausgebil- 
det, deren Wachstumsachse im wesentlichen senkrecht zur Oberflache des Substrats steht Eine \brrichtung mitden vor- 

30 gcnanntcn Merkmalen zcigi cine hohc Aufiosung. 

[0009] ZweckmaBigerweise ist der Elastizitatsmodul der Dampfungsschicht kleiner als der ElastizilMtsmodul der 
Leuchtstoff- und/oder Deckschicht Der Elastizitatsmodul der Deckschicht ist vorzugsweise gr6fier als der Elastizitats- 
modul der l>euchtstoffschicht. Der Elastizitatsmodul der Dampfungsschicht kann zwischen 3500 und 4500 N/mm^ lie- 
gen, vorzugsweise etwa 4000N/imn^ belragen. Eine die vorgenannien Merkmale aufweisende Schichlabfolge eignel 

35 sich besonders gut zum Schutz der Leuchtstoffschicht vor der Einwirkung eines auBeren Drucks, 

[0010] Nach cincr wcitcrcn Ausgcstaliung ist die Dampfungsschicht cine mittcb cincr KJcbcrschicht auf die Obcrfl8- 
che der Leuchtstoffschicht aufgebrachte Kunststofffolie. Die KunststoffTolie kann eine Dicke im Bereich von 6 bis 
36 ^m, vorzugsweise von etwa 6 bis 12 pm, und die Kleberschicht eine Dicke im Bereich von 1 bis 40 )jm, vorzugsweise 
von etwa 3 bis 6 pm, aufwciscn. Die Kunststofffolie ist vorzugsweise aus Polyclhylcntcrcphthalat odcrPolycarbonat hcr- 

40 gestellt. 

[0011] Nach einer weiteren Ausgestaltung kann die Dampfungsschicht auch aus aufgedampftem Poly-Para-Xylylen 

hergestellt sein. 

[0012J Die Daiiipl'ungsschicht kann femer aus einem Alkalihalogenid, vorzugsweise CsBr oder Csl, heigestelll sein. 
Das Alkalihalogenid ist zweclemaBigerweise nicht dotiert. Es ist auch mogUch, die Dampfungsschicht aus einem wci- 

45 chen Met all, insbesondere aus Pb, In, Sn oder Ga, herzustellen. 

[001 3J Die Deckschicht ist zweckmaBigerweise aus SiOa. AI2O3 oder 'JIO2 hergestellt. Die Deckschicht kann auch 
eine Silikatschicht oder eine elektronenstrahlgehartete Lackschicht sein. In jedem Fall ist die Deckschicht auf der Au- 
Benseiie der Dampfungsschicht aufgebracht. Ks kann auch sein, dass die Deckschicht auf heiden Seiien der Dampfungs- 
schicht vorgesehen ist. Die Deckschicht hat im wesentlichen die Eunktion, die Dampfungsschicht mechanisch, z. B. vor 

50 Kratzem, zu schiitzen. 

[0014] Nach einem weiteren Ausgestaltungsmerkmal ist vorgesehen, dass die Deck- und die Dampfungsschicht zu- 
mindest teilweise optisch transparent sind. 

[0015] Die beschriebene Vorrichtung weist eine besonders ebene Oberflache auf. Das ermoglicht den Einsatz von neu- 
artigen Scannem, vvde sie z. B. in der DE 198 59 747 beschrieben sind. 
55 [0016] In der nachstehenden Tabelle sind geeignete Materialkombinationen fur Substrate, Speicherleuchtstoffe und 
Dampfungsschichten wiedergegeben. 
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TabcUc 

Varianten fur Dampfungsscbicbten 



Be^riebs- 
art 


Substrat. 


Speicher- 

leucht- 

Stoff 


DSmpf ungs schleht 


Mogliche 
Bean- 
spru- 
chung 


Durchlicht 


Glasplatte 


CsBr:Eu 


CsBr (undotiert) 


Wischen 


Durchlicht 


Glasplatte 


CsBrrEu 


transparent e Poly- 
mere (Kunststof f e) 


Wischen 


Durchlicht 


Glasplatte 


Alkaliha- 
logenid 
mit hohem 
E-Modul 


Alkalihalogenid 
mit niedrigen e— 
Modul 


Wischen 


Durchlicht 


Glasplatte 


CsBr :Eu 


Csl (E-Modul 5.3 
GPa) 

siehe Anlage 3 


Wischen 


Auflicht 


Aluminium 


CsBrrEu 


CsBr (undotiert) 


Durch- 

biegen> 

Wischen 


Auflicht 


A.luminium 


CsBr :Eu 


Csl (E-Modul 5.3 
GPa) 

siehe Anlage 3 


Durch- 
biegen r 
Wischen 


Auflicht 


Aluminium 


CsBx :Eu 


transparent e Poly- 
mere (Kunststof fe) 


Durch- 
biegen, 
Wischen ! 


Auflicht 


Faseroptik 


CsBr: Eu 


fester weiche 
organische Verbin- 
dung z.B. Paraf- 
fine 


Wischen 


Auflicht 


Faseroptik 


CsBr :Eu 


festes, Welches 
Metall 

2.3. Pbr In, Sn, 
Ga 


Wischen 



[0017] Nachfolgend wird ein Ausfiihrungsbeispiel anhand der Zeichnung naber erlSiutert. Es zeigen: 

[0018] Fig- 1 eine scheniatische Querschnittsansicht einer Leuchtsiofifolie, und 

[0019] Fig. 2 eine rasterelektronemikroskopischen Aufnahme der Leuchtstoflfschicht gemaB Fig. 1 . 

[0020] Fig. 1 zeigi eine scheraatische Querschnittsansicht einer erfindungsgemafien Vorrichtung. Auf eineni aus (Has 

hergestellten Substrat 1 ist durch Aufdatnpfen eine aus CsBr:Eu heigesteilte Leuchtstoffschicht 2 aufgebracht. Die Kri- 

siallc der Leuchtstoffschicht 2 sind nadclfomnig ausgcbildcl. DcrCD c-Acbsc vcrlauft im wcscntlichcD scnkrccht zur 

Oberflacbe des Subsirais 1. Die Kristalle erstrecken sich elwa 200 bis 900 pm vom Substrat. Das Substrat 1 weisi vor- 

teilbafterweise eine Dicke im Bereich von 0,5 bis 10 mm auf. 

[0021] Die Leuchtstoffschicht 2 ist uberlagerl oder unahiiUt von einer aus Polyethylenterephthalat gebildeien Damp- 
fungsschichL 3. Auf der Diimpfungsschicht 3 aufgebracht ist eine Deckschichl 4, weiche aus AI2O3 hergestellt ist. Die 
Deckschichl 4 weist vorzugsweise eine Dicke im Bereich von 5 bis 15 pm auf. Die Deckschichl 4 ist zweckmaBigerweise 
niittcls CVD Oder PVD-Vcrfahrcn aufgebracht. 
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[0022] Fig, 2 zeigt eine rasterelektronemikroskopischc Aufnahme einer aus CsBrrEu heigestellien Leuchlsloffschicht 
2. Die Wachslumsachsen der Kristalle sind im wesenllichen parallel zueinander ausgerichtet. Sie sind im weseniiichen 
senkrecht zu einem (hier nicht gezeigten) Substrat orientiert. « 

5 Patentanspriiche 

I. Vorrichtung zurErfassung von ionisicrcndcr Strahlung, wobci auf cincm Substrat (1) cine Lcuchtsloffschicht (2) 
aufgebracht ist, dadureh gekennzeichnet, dass auf der Leuchlsloffschicht eine von einer Deckschicht (4) Uberla- 
gerte plasUsch verformbare Dampfungsschicht (3) aufgebracht isl. 

10 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobci das Substrat (1) aus Glas odcr Aluminium hcrgcstclll ist. 

3. Vbrrichlung nach Anspruch 1 uder 2, wobei die Leuchlslonschichl (2) aus eineni doderten Alkalihalogenid ge- 
bildet ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobci das doticnc Alkalihalogenid CsBrtEu ist. 

5. Vorrichtung nach eineni der vorhergehenden Anspriiche. wobei die Leucbtstoffschicht (2) in Form von nadelibr- 
15 migen Kristallen ausgebildet ist, deren Wachstumsacbse im wesentlichen senkrecht zur Oberflache des Substrats (1) 

srehL 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Hlastizitatsmodul der Dampfungsschicht (3) 
kleiner als der Elastiziiaismodul der .Leuchtsloff- (2) und/oder der Deckschicht (4) ist 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei derHlastizitlitsmodul der Deckschicht (4) groBer 
20 als der Elastizitatsmodul der Leuchtstoffschicht (2) isL 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Elasdzitatsmodul der Dampfungsschicht (3) 
zwischen 3500 und 4500 N/mm^ liegt, vorzugsweise etwa 4000 N/mm^ betragt. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Dampfungsschicht (3) eine mittels einer Kle- 
berschichl auf die Oberflache der Leuchtstoffschicht (2) aufgebrachte Kunststofffolie ist. 

25 1 0. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Xunst.stofffolie eine Dicke im Rereich von 6 

bis 36 pm, vorzugsweise von etwa 6 bis 12 pm, und die Kleberschicht eine Dicke im Bereich von 1 bis 40 pm, vor- 
zugsweise von etwa 3 bis 6 pm, aufweist 

II. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Kunststofffolie aus Polyethylenierephthalai 
oder Polycarbonat hergestellt ist. 

30 12. Vorrichtung nach cincm der vorhergehenden Anspriiche, wobci die Dampfungsschicht (3) aus aufgcdampftcm 

Poly-Para-Xylylen, oder einem Alkalihalogenid, vorzugsweise CsBt, oder einem weichen Metall, insbesondere Pb, 
In, Sn oder Ga, hergestellt ist. 

13. Vorrichtimg nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Deckschicht (4) aus Si02, AI2OJ odcr TiQz 
hergesLeUl ist. 

35 14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Decksdiicht (4) eine Silikatschicht oder 

■ cmc clcklroncnstrahlgchartctc Lackschicht ist, 
15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, wobci die Deck- (4) und die Dampfungsschicht (3) 
zumindest teilweise optisch transparent sind. 
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